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(57) Abstract: A device for protecting electronic modules in a multivoltage on-board electrical wiring system comprising a first 
accumulator of a low on-board electrical wiring system voltage, against short circuits after a high on-board electrical wiring system 
voltage, consisting of a transistor whose drain -source path is inserted between the control device connection and the electronic mod- 
ule connection. The source connection of the transistor is linked to the electronic module connection. A gate resistor and a diode 
guiding the current in the direction of the plus pole of the first accumulator are parallel-mounted between the gate connection of the 
transistor and the plus pole of the accumulator. A Zener diode is arranged between the gate connection and source connection of the 
transistor. 
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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Schutz von Elektronik-Baugruppen in einem Mehrspannungs- Bordnetz mit einem ers- 
ten Akkumulator einer niedrigen Bordnetzspannung, gegen Kurzschliisse nach einer hohen Bordnetzspannung, mit einem Transistor, 
dessen Drain- Source-Strecke zwischen dem Steuergerateanschluss und dem Anschluss der Elektronik-Baugruppe eingefugt ist, wo- 
bei der Sourceanschluss des Transistors mit dem Anschluss der Elektronik-Baugruppe verbunden ist, und deren Drainanschluss mit 
dem Steuergerateanschluss verbunden ist, wobei zwischen dem Gateanschluss des Transistors und dem Pluspol des Akkumulators 
die Parallelschaltung eines Gatewiderstandes und einer in Richtung zum Pluspol des ersten Akkumulators stromleitenden Diode 
angeordnet ist, und wobei zwischen Gateanschluss und Sourceanschluss des Transistors eine Zenerdiode angeordnet ist. 



